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Ozet: Bu calismada HiperLAN/?2 icin yiiksek verimli 1W B-sinifi simetrik kuvvetlendrici tasarlanmistir. Boyle bir
kuvvetlendirici i¢in transformator yerine gelistirilmis halka hibrit kullanilmis, lineerlik ve verimi arttirmak igin
harmoniklerin bastrilmasi igin bazi yontemler arastirimistir. Yapilan simiilasyon sonuglart gosterilmigtir.

1. Giris

Bilgisayar aglarinin gelisimi ile genis-alan aglar (WAN)’1n ve yerel aglar (LAN)’in kullanimlar1 ¢ok artmustir.
Hizli haberlesme sistemleri dogrusalliklar1 iyi olan, diisiik giriltilii alici ve verici sistemlere gereksinim
gosteren modiilasyon tiirlerini kullanmaktadir.

Diger bir yandan, diziistii (lap-top) bilgisayarlarin gelisimi ile, kablosuz yerel aglarla (WLAN-Wireless Local
Area Network) ilgili yeni standartlar olusturulmustur. Bu standartlardan giiniimiizde en yaygin olani ise
HiperLAN/2 (High Performance Local Area Network) olup, bu standart 5,2 — 5,8GHz frekans bandi i¢in
tanimlanmustir.

Diz istii bilgisayarlarin da pil ile calisma zorunlulugu, kullanilacak gii¢ kuvvetlendirici katlarinin yiiksek
verimli olmasini gerektirmektedir. Uygun dogrusallig1 ve verimi saglayabilmek amact i¢in B-sinifi simetrik giic
kuvvetlendiricisi kullanimi en uygun secim olarak gériinmektedir.

2. Gii¢ Kuvvetlendiricisi

B-smifi simetrik kuvvetlendirici giris ve ¢ikisinda kayipsiz transformatorlere gereksinim gosterir ve tiimlesik
devre igerisinde bu tip transformatdrlerin gergeklenmesi ise olduk¢a zordur. Diger bir sorun da, bu
transformatorlerin 5,2 — 5,8GHz gibi oldukga genis bir bantta calisma zorunlulugudur. Bu c¢alismada,
transformatdrler yerine, giris ve c¢ikista GaAs taban iizerinde gergeklenmis gelistirilmis halka hibrit
transformatorlerin kullanimlart dnerilmistir. Boyle bir hibrit 1968 yilinda March, S. tarafindan 6nerilmistir [1].
Bazi degisiklikler ile hibritin bant genigligi arttirilabilmektedir. Gelistirilmis halka hibrit transformatdrlerin
bilinen halka hibrittten yapisal olarak en biiyiik farki, 31/4 boyunda hat yerine iki ucu kisa devre olan baglasiml
hattin kullanilmasidir. Bu devrenin boyutlarmin uygun ayarlanmasi ile ¢ikis kapilari arasindaki evre farki

180" 3" yapilabilmektedir. Sekil 1. deki devrenin simiile edilmesi sonucu bu evre farkinin yakalandig: Sekil
2’te gosterilmis ve Sekil 3 de gostermistir ki, giris ve ¢ikis kapilar arasindaki kayip bant boyunca -3,2dB den
daha azdir. Bunun yanisira Sekil 4’te de gosterildigi gibi yalitilmis kapida yalitim -30dB den daha fazla
olabilmektedir ki bu deger de bu tip bir uygulama igin yeterince diisiiktiir.
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Sekil 1. Gelistirilmis halka hibrite ait devre semasi
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Sekil 2. Kapilar arasindaki evre farkini Sekil 3. S-parametrelerine ait simiilasyon
gosteren simiilasyon sonucu sonuglari

Gelistirilmis halka hibrit transfomatdriin en 6nemli istiinliikleri; hat boylarinin esit olmast nedeniyle, frekanstaki
herhangi bir degisim biitiin hatlart esit olarak etkilemesi ve A/2 daha kisa hat kullanimi sonucunda boyutta da
gozle goriilebilir bir kii¢iilmenin saglanmis olmasidir.
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Sekil 4. Yalitilmis ¢ikisa iligskin s parametreleri Sekil 5. Curtice FET Modeline iligkin I-V Egrisi

Bu tasarimda GaAs MESFET igin, Sekil 5’te I-V egrisi goriilen Curtice Modeli kullanilmistir [2]. Kisilma
gerilimine(V,) yakin kutuplamalarda biitiin giic MESFETIerinin gegis iletkenligi diismekte ve bunun sonucu
olarak da gii¢ kazanglarinda gbzle goriiliir bir diisiim olugmaktadir. Bu nedenle tam B-sinifi ¢alisim kosullart
yerine, iletim agis1 180°den biraz daha biiyiik tutulmus AB simifi ¢alisim daha uygun diismektedir [3].
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Sekil 6. Hiperlan/2 i¢in yiiksek verimli gii¢c kuvvetlendirici devresi semasi



3. Simulasyon Sonuclari
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Sekil 7. Devredeki akim sekilleri Sekil 8. Harmoniklerdeki giic
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Sekil 9. Frekansa bagli ¢ikis giict Sekil 10. Devreye ait ¢ikis giicii ve verim

Sekil 6’da gosterilen mikroserit olarak tasarlanmig devrenin optimize edilmis hibrit boyutlari ve buna goére elde
edilen ¢ikig giici ve 1dB bastirim noktasinin degerleri hesaplanmistir. Simetrik olan bu kuvvetlendiricideki
akimlarin Sekil 7°de oldugu gibi gézlenmis ve B-sinifi ¢alisim ortaya konmustur. Devrede harmoniklerin uygun
rezonatdrler kullanilmasi bastirilmasi sonucunda hem dogrusallik da ve hem de verim de onemli artiglar
gozlenmistir [4]. Bu amagla ¢ikista ikinci harmonik bastirimi i¢in A/4 boyunda kisa devre hat ve iiglincii
harmonik bastirimi i¢in de A/12 boyunda sonu agik devre rezonatdr yan hat kullanilmis ve bunlarm boyutlar
bant boyunca en uygun calisma kosullarini saglayacak bigimde optimize edilmistir. Harmoniklere iliskin
sonuclar Sekil 8’de gosterilmistir. Sekil 9 ve Sekil 10’un yorumlanmasi ile; ¢alisma sonucunda 5,2 — 5,8GHz
bandinda 13+ 0,6dB kazang degisimi gosteren ve 1dB bastirim noktasin1 34dBm olarak veren ve bu bastirim

noktasindaki verimi %31,5 olan kuvvetlendiricinin gergeklenebilecegi gosterilmistir.

4. Sonu¢

HiperLAN/2 uygulamalar i¢in yiiksek verimli 1W B-smifi kuvvetlendirici tasarlanmustir. Aralarinda 180° faz
farki olan iki isaret elde etmek i¢in gelistirilmis halka hibritten faydalanilmistir. Bu tasarimda GaAs MESFET
kullanilmis olup; kazang 13.6 dB ve verim ise %31.5 olarak g6zlenmistir
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